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The invention concerns a method for producing a gallium nitride (GaN) epitaxial Ia ised i i ists i iti

) : ! ur yer characterised in that it consists in depositi
ona §ubstmc 2 dael:acgnc layer acting as a ngask and depositing on the masked gallium nitride, by epitaxial deposit, so as to iudl:xocsel t?g
deposit of gallium nitride pattems and me_amsot_rqplc lateral growth of said patterns, the lateral growth being pursued until the different
pattems coalesce. The deposit of the gallium nitride patterns can be carried out ex-situ by dielectric etching or in-situ by treating the

substrate for coating it with a dielectric film whereof the thickness is of i i i
Ritide Tayers obtatecd by seid maeine ess is of the order of one angstrom. The invention also concems the gallium

(57) Abrégé

cmpr::dplr:s::te 6tinvcntion c:sncem: un prodgi de réalisation d’une couche épitaxiale de nitrure de

C iCpt sur un substrat "une couche de diélectrique fonctionnant comme un masque ¢t la reprise du substrat

nitrure de gallium, dans des conditions de dep6t par £pitaxie, de fagon & induire le dépot de motifs de niptr;l:e de gallium e,:lﬁqcuriim
; ] i poursuivie jusqu'a la coalescence des différents motifs. Le procédé

dépdt de motifs de nitrure de gallium peut &tre effectué ex situ par gravure de délectrique ou in situ par traitement du ;bsuat consist::t

& recouvrir celui~ci par un film di€lectriqus dont 'épaisseur est de 1* rd ' '} i
byl o Sle e par léepa 5 ordre de I'angstrém. L’invention concerne également les couches de

gallium (GaN) caractérisé en ce qu'il




